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Tiefentladeschutz

a
W+
__Bat1 Hyst2
? ICL?EEED 7 (1) Vout
— utd ————
T Set2
GMD
4
GND
O
DIV-642 Tiefentladeschutz
10/2015

R1 wird frei gewahlt (es sind 10kQ bis 10MQ erlaubt)

R2=R1-(

U, -13,
13
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U_ = Abschaltspannung
Uy = Einschaltspannung

R3=RI-(

UH — UL )
1,3

Liegt die Akkuspannung uber U, ist der Ausgang High. Fallt die Akkuspannung unter
U, ist der Ausgang potentialfrei (Open Drain). Der Ausgangsstrom darf maximal
25mA betragen. Bei groReren Stromen empfiehlt sich ein n-ch-MOSFET. Das Gate
wird dabei direkt mit Vout verbunden und Uber 100k an V+. Der Source liegt an GND.
Der Betriebsspannungsbereich des ICL7665 betragt 1,6 bis 16V.
Der Eigenstromverbrauch des ICL7665 liegt bei typisch <3uA.

Set1 Out1 Hyst1 Set2 Out2 Hyst2
<1,3V - - <1,3V Low -
>1,3V Low High >1,3V - High
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